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１．概要（Summary） 

近年、MEMS（Micro Electro Mechanical Systems：

微小電気機械システム）と LSI（Large-Scale Integrated 

Circuit：高密度集積回路）の融合、つまりヘテロ集積化

に向けての研究開発が盛んになっている[1]。しかし、多く

の MEMS デバイスが有する心臓部であるマイクロアクチ

ュエータを集積回路の低直流電圧で駆動しようとしても僅

かな変位量しか得られない問題がある。そこで、本研究は

その問題点に着目し、独創的な駆動方式及び構造のマイ

クロアクチュエータを検討し、低直流電圧駆動でも大変位

量が得られる研究を遂行することにした。今まで東北大学

ナノテク融合技術支援センター施設の設備を利用し、改

良した構造体、特に駆動用印加電圧部と GND部の電気

的絶縁のトレンチレイアウト設計の見直しとそれに伴うチッ

プ試作を完成し、今年度は同施設を利用しそのチップの

パッケージ実装を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ワイヤボンダ 

【実験方法】 

今回は完成したチップのパッケージングを行った。本ア

クチュエータの材料として、3 層構造の SOI（Silicon On 

Insulator）ウェハを用いた。デバイス層/ボックス層/ハンド

ル層の材料で構成されており、それぞれの厚さは 20 µm、

2 µm、525 µmである。レーザ描画装置によって、構造体

用のマスクを作製した。デバイス層上に構造体用マスクに

よるパターニングを行い、DeepRIE 装置により Si エッチ

ングを行い、Vapor HFエッチング装置によりボックス層を

除去し、構造体をリリースし、チップが完成した。 

今回はワイヤボンダを利用し、チップ側の電極パッドと

パッケージ基板側の電極パッドとをワイヤボンディング法

を用いて接合した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

一部のチップ内に設置しているデバイスのワイヤボンデ

ィングを行った箇所の写真を Fig. 1に示す。今後、パッケ

ージングした各デバイスの特性評価を行っていく予定であ

る。 

 

Fig. 1 Wire bonding between device electrode pads 

and package electrode pads. 
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